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グラフェンは特異な電子物性を有し、高移動度を持つ

ことから、次世代の高速動作トランジスタへの応用が期待

されている[1]。この応用のボトルネックとしてバンドギャッ

プを開ける事が上げられる。グラフェンのバンドギャップを

開ける方法は大きく分けて2つある。1つはグラフェンのナ

ノリボン化、もう 1 つは AB スタックされた二層グラフェン

（BLG）の垂直電場印加である。本件は後者を採用した。

しかし、ゲートでの電場印加で動作するトランジスタは構

造が複雑になる。そのため、今回二層グラフェンを下から

nドープ、上からpドープすることで、擬似的に電場印加さ

れている構造[2]を持つトランジスタを作製し、下から n ド

ープされたグラフェンの、上から p ドープする前後でオン

オフ比を比較した。 

１．概要（Summary） 

 

・装置 
２．実験（Experimental） 

 UV クリーナー、電子ビーム描画装置、反応性イオンエ

ッチング装置（RIE）、プラズマアッシャー、小型真空蒸着

装置、真空蒸着装置 
・内容 
 バックゲート付の基板を光化学的に洗浄したものに n ド

ーパントとなる SAM膜を堆積し、その上に剥離グラフェン

を貼りつけた。これにソース、ドレインをつけ、デバイス化

した。当方で電気特性を行った。 
 

デバイスは目的通りに加工された。n ドーパントの上の

グラフェンに p ドーパント(F4TCNQ)を堆積する前後の電

気特性を Fig. 1 に示す。堆積前後でオンオフ比が変わっ

た様子がみられない。グラフェン上に元々あった不純物

が影響していると考えられる。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

   

Fig. 1  Transfer characteristic of BLG n-doped by 
the underlying SAM before the deposition of 
p-dopant F4TCNQ (blue) and after deposition (red).  
(Id: drain current, Vg: gate voltage) 
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